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研究成果の概要（和文）：本研究は、光照射により、室温で磁化が制御できる室温光誘起磁性体

の有望な材料である酸化物強磁性体スピネル型フェライトに注目し、遷移金属イオン、非磁性金

属イオンのドーピング量、種類を変え、室温において高効率な光磁性変調現象を起こす磁性薄膜

材料を作製した。また、光誘起磁性スピネル酸化物と絶縁体とのヘテロ接合を作製し、光により

磁性を制御できる光誘起型トンネル磁気抵抗素子の作製を行った。 

 

研究成果の概要（英文）：In this research, I have noted photo-induced magnetic (PIM) 

materials of ferromagnetic spinel oxides and produced higher efficient PIM thin films at 

room temperature by varying kinds of and amount of dopants. Moreover, I have tried to 

make tunnel magneto resistance-typed hetero-junction with the PIM layer and insulator 

layer to control magneto-electronic properties by light.    
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１．研究開始当初の背景 

光による磁性変調の研究は、プルシアン

ブルー錯体などによるスピンクロスオーバ

ー現象がきっかけとなり、1980 年代から、

国内外で、遷移金属錯体分野の人たちを中心

に多くの研究者たちにより研究されてきた。

近年では、学術的な興味ばかりでなく、超高

密度磁気記録素子の点から単分子磁石によ

るナノオーダーサイズでのメモリ機能を付

与できる新物質が注目されている。また、ス

ピンエレクトロニクス分野においても、ヘテ

ロ接合界面での光照射による電荷注入を利

用した磁性変調が報告されている。この様に

光を用いた磁気・電気特性の制御は、次世代

の新機能性材料・素子開発に向けての大きな

一つの流れになると考えられる。しかしなが

ら、これらいずれの研究も光照射による磁化

変調現象は低温での発現であり、応用に向け
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た室温での変調には大きな障壁があるのが

実情であった。 

 

２．研究の目的 

本研究は、室温光誘起磁性体の有望な材

料である酸化物磁性体スピネル型フェライ

トに注目し、遷移金属イオン、非磁性金属イ

オンのドーピングを通じて、室温において高

効率な磁性変調現象を起こす新薄膜材料を

創出し、スピントロニクス材料適応性を調べ

ることにある。そして、その応用として、光

誘起磁性スピネル酸化物をフリー層にした

磁気トンネル接合を作成し、光アシスト型の

新規磁気抵抗素子構築を行うことである。 

 

３．研究の方法 

スピネル型フェライト材料は、四面体構

造を持つ Aサイトと八面体構造を持つ Bサイ

トを有する構造（図１：例として Al,Ruイオ

ンを Bサイトに添加した Al0.5Ru0.5Fe2O4組成を

持つスピネル構造）をとっており、各サイト

の中心金属は、そのイオン半径により Aサイ

トに入るのか、B サイトに入るのかが決まる。

構造は複雑であるが、一般的な磁気物性は A

サイト遷移金属イオンと Bサイト遷移金属イ

オン間の超交換相互作用と Bサイト間の二重

交換相互作用によって決まっている。 

本研究では、母体の Fe3O4 に他のイオン

をドーピングすることによって、スピングラ

ス状態を作り出し、室温において、高効率で

光照射により磁性状態が変調できる 磁性ス

ピネル薄膜を、パルスレーザー堆積法を用い

て作製した。 

そして、スピンエレクトロニクス材料と

しての特性予測を行うために、スピン偏極率

等の計算を第一原理計算により行った。 

物性測定に関しては、SQUID による光照

射磁気測定、及び PPMS による電気伝導測定

を行った。 

また、光誘起磁性スピネル酸化物をフリ

ー層にした磁気トンネル接合を作製し、光ア

シスト型の新規磁気抵抗素子構築を試みた。 

 

４．研究成果 

本研究では、主に室温光誘起磁性体の有望

な材料である酸化物磁性体スピネル型フェラ

イト(Al,Ru,Fe)3O4に注目し、遷移金属イオン、

非磁性金属イオンのドーピング量を変え、室温

において高効率な磁性変調現象を起こす新薄

膜材料を作製した。実際に、光照射による磁性

変調実験においては、図２に挙げるように室温

において Al0.2Ru0.8Fe2O4 組成の薄膜が、変調効

率が良いことが分かった。     



スピントロ二クス材料応用の観点から、

第一原理により電子状態密度計算を行った

ところ、 (Al,Ru,Fe)3O4 において、７５％以

上のスピン分極率を有していることが分か

った。(図３) 

また、ホール効果測定の実験においては、

異常ホール効果が見られ、室温においても、

伝導電子と局在スピンが密接に相関してい

ることが明らかになり、スピントロニクス材

料として有望であることが分かった。（図４） 

さらに、磁性 Al0.5Ru0.5Fe2O4層と絶縁体層 

を用いた磁気抵抗素子を作製するために、

Al0.5Ru0.5Fe2O4 薄膜の表面ラフネスの改善を

行ったところ平均ラフネスが 0.7nmのフラッ

トな表面を得ることができた。最終的に、

Al0.5Ru0.5Fe2O4/Al2O3/NiFe からなる磁気抵抗

素子を作製した。 
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